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スピン軌道相互作用（SOI）は電子スピンと電子の軌道角運動量を結合させる量子相対論的効果であり、III-V

属半導体ではその効果が大きいことが知られている。SOI を電気的に制御してスピン回転やスピン反転を引き起

こすことは、スピン FET やスピン量子ビット、さらに最近ではマヨラナ束縛状態を利用したトポロジカル量子コ

ンピュータへの応用の点で注目されている。本講演では、III-V 属半導体ナノワイヤから作製した電界効果トラ

ンジスタにおいて、ラシュバ型スピン軌道相互作用を低ゲート電圧で非常に大きく制御することに成功した我々

の研究[1）－4)]について発表し、さらに新規構造素子についても紹介する。これらは、将来的には低消費電力ス

ピン FET の実現に貢献すると期待される。また、関連して、量子ドット構造においても SOI が非常に重要な役割

を果たすことがショットノイズ測定（電流揺らぎ測定）からわかることも紹介する予定である。 

 

 

 
Fig. 1. スピン軌道相互作用の電界制御における研究の歴史。2017 年以降は我々の研究成果である[4)参照]。 
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